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С  целью  улучшения  электропараметров  отечественных  LDMOS-транзисторов 
проводилось  исследование  различных  конструкций  платы  Фарадея  и  профилей 
легирования примеси в дрейфовой LDD-области. Широко известна структура двойной 
дрейфовой  LDD-области  с  положительным  градиентом  легирующей  примеси,  при 
котором участок с большей концентрацией примеси располагается вблизи n+-стока [1]. 

Для  проведения  математического  моделирования  влияния  конструктивно-
технологических  режимов  на  выходные  параметры  исследуемых  транзисторов, 
разработана физико-технологическая модель LDMOS-структур, включающая двойную 
дрейфовую LDD-область с отрицательным градиентом легирующей примеси [2].

Для  LDMOS-структур,  рассчитанных  на  напряжение  питания  до  28  вольт   и 
характеризующихся  относительно  короткой  LDD-областью  в  пределах  3  –  4  мкм, 
целесообразно легировать дрейфовую область стока в два этапа: ионная имплантация 
равномерно легированной LDD-области с режимами, соответствующими достижению 
максимального уровня напряжения пробоя сток-исток, и дополнительное легирование 
высоколегированного участка LDD-области, примыкающего к затвору.

Если протяженность высоколегированного  участка не выступает за край платы 
Фарадея  более  чем  на  0,2  -  0,3  мкм,  то  при  соблюдении  оптимальных  режимов 
имплантации сопротивление сток-исток в открытом состоянии снижается на величину 
∼ 5%,  и,   следовательно,  достигается  большая  плотность  тока  стока  и  повышается 
выходная мощность исследуемых LDMOS-транзисторов. 
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